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提供形成有第一N阱、第一P阱以及沟道区
浅槽隔离结构的晶圆

在晶圆表面淀积形成高温氧化膜

对高温氧化膜进行光刻和干法刻蚀，并留下
一薄层作为刻蚀缓冲层

进行湿法腐蚀，将刻蚀缓冲层去除，形成迷
你氧化层

进行光刻和离子注入在第一N阱内形成第二N
阱，以及在第一P阱内形成第二P阱

在晶圆表面形成多晶硅栅和栅氧层
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光刻并注入N型离子，形成漏极和源极
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